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(57) Abstract: The invention relates to an optically pumped semiconductor laser device comprisini? a surface-emitting vertical emis- 
sion region (I) and at least one monoliibically integrated pump radiadon source (2) for opiicajly pumping the vcnical emission region 
(I). Said semiconductor device is characterised in that the pump radiation enters the vertical emission region (I) in the form of par- 
tial radiation bundles with different radiation din;ctions, such that the pump radiation overlaps with the basfc mode of the vcrdcal 
emission region (1) suitable for the excitation of the basic mode. The invention is based on the fact that preferably the basK mode 
of die vertical emission region (I) is excited when the spatial intensity distribution of the pump radiation is adapted to the profile ot 
the basic mode, 
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(57) ZusajnineDfassuDg: Die vorliegcndc Erfindung betiiffi cine opttsch gepampte Halblciicrlascrvorrichiung mit einem obeif]&- 
chencmitlicrendcn Vftriikalemissionsbereich (1) und mindestens einer monolnhisch iniegrierten Pumpstrahlangsquelle (2) zum opti- 
scl^en Pumpen des VerakaJemissionsbcrcichs (1). DicHaJbleiterlaservorrichtung ist dadurch susgc2cichn6t, dass die PDnipstrahlung 
in Form von Tcilstrahltingsblindeln mit unierschiedlichen Sirahlungsrichtungcn in den VertikalemisSionsbereich (1) eintrili, so dass 
die Pumpstrahlung einen Obcrlapp mil der Gmndmode des Venikalemissionsbereichs (1) aufweist, der zur Anregung dieserGnind- 
mode gccignci isu Per Erfindung liegt zugrunde, dass bevorzugt die Cnindmode des Venikalemissionsbereichs (I) angeregt wird. 
wenn die raunJiche IntensitalsvcrtciJung der Pumpstrahlung dem Pixifil der Grundmodc angepassi isL 



